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(54) Transfert s^lectif d'^l^ments d'un support vers un autre support 


(57) L'invention concerne un precede de transfert 
selectif d'elements (14) depuis un support de transfert 
(1 0) vers un support de reception (1 8), les elements (1 4) 
adherent par une premiere face au support de transfert 
(10) selon une energie d'adhesion definie, les elements 
(14) presentant chacun une seconde face susceptible 


d'etre mise en contact avec le support de reception (18). 
Le transfert des ^l^ments d transferer est obtenu en leur 
conferant une energie d'adhesion avec le support de re- 
ception (18) sup^rieure i I'^nergle d'adhesion de leur 
premiere face avec le support de transfert (10), des 
moyens de retenue etant prevus pour retenir les 
ments d ne pas transferer sur le support de transfert. 
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Description 
Domaine technique 

[0001] La presente invention conceme le transfert s^- 5 
lectif d'6lements depuis un support de transfert vers un 
support de reception. 

[0002] Elle concerne en particulier le transfert de pu- 
ces semiconductrices, partiellement ou compl^tement 
achevees, depuis leur substrat initial, sur lequel elies io 
ont ete ^laborees. vers un nouveau substrat (ou support 
de reception) qui peut Iui-m6me avoir §t^ trait§ par les 
techniques de la microeiectronique. 
[0003] invention permet le transfert de puces, par 
exemple le transfert de puces de 1 cm^ de surface de 15 
leur substrat initial sur du verre ou sur un substrat trans- 
parent. Elle pennet aussi de transferer des composants 
optoelectroniques tets que des VCSEL (lasers a cavites 
verticales) ou de petits morceaux de semiconducteur III- 
V de leur substrat initial sur des plaquettes de silicium 20 
preparees selon ies techniques de la microeiectronique 
afin d'obtenir des elements semiconducteurs lll-V sur 
siiicium. Dans ce cas en general, la taille des puces est 
plus petite, par exemple de Tordre de 1 mm2 ou moins. 

25 

Etat de la technique anterieure 

[0004] II est connu de rendre solidaire deux surfaces 
de materiau semiconducteur par la technique dite d'ad- 
hesion moleculaire. L'adhesion moleculaire comprend 30 
deux types de collage : le collage hydrophile et le colla- 
ge hydrophobe. Dans le cas du collage hydrophile, le 
collage resulte de revolution d'interactions -OH a la sur- 
face d'une structure vers la formation par exemple de 
liaisons Si-O-Si dans le cas d'oxydede silicium. Les for- 35 
ces associees a ce type d'interaction sent fortes. L'ener- 
gie de collage, de I'ordre de ^00 mJ/m^ a temperature 
ambiante. atteint 500 mJ/m^ apres recuit a 400°C pen- 
dant 30 minutes (valeurs obtenues pour un collage Si02 
natif ou hydrophile • Si02 thermique non poli) . L'energie ^0 
de collage est generalement determinee par la methode 
de lame divulgu6e par W.P. MAS2ARA et al. dans Tar- 
tide "Bonding of silicon wafers for silicon-on-insulator" 
paru dans J. Appl. Phys. 64(10). 15novembre 1988, pa- 
ges 4943-4950. Pour un collage oxyde de silicium de- 45 
pose et poli - oxyde de silicium depose et poli, l'energie 
de collage est de I'ordre de 1 J/m^ pour un recuit sous 
les memes conditions. Par centre, si une surface traitee 
hydrophile est collee par adhesion moleculaire sur une 
surface traitee hydrophobe, un collage de tres mauvaise 50 
qualite est obtenu et les forces de collage sent tres 
faibles : energie de collage de I'ordre de 100 mJ/m^ 
apres un recuit a 400°C pendant 30 minutes. 
[0005] Dans le cas du collage hydrophobe, celui-ci se 
fait par adhesion moleculaire sans groupement OH. 55 
Dans le cas du silicium. le collage par adhesion mole- 
culaire de plaques hydrophobes peut ^galement per- 
mettre I'obtention de forces d'adh^sion Importantes. A 
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titre d'exemple. on peut citer les travaux de Y. BAC- 
KLUND et al. mentionnes dans I'article "A suggested 
mechanism for silicon direct bonding from studying hy- 
drophilic and hydrophobic surfaces" paru dans J. Mi- 
chromech. Microeng. 2 (1992), pages 158-160. II y est 
montr6 qu'apres un recuit a 400*0, des forces de I'ordre 
de 1 J/m^ sent obtenues apr^s un collage de plaques 
de silicium hydrophobes 

Expose de {'invention 

[0006] La presente invention a ete con9ue pour per- 
mettre d'obtenir un transfert selectif d'elements depuis 
un premier support vers un support de reception. Pour 
pan^enlr ^ ce r^sultat. elle peut en particulier mettre en 
oeuvre la technique d'adh^sion moleculaire. 
[0007] L'invention a done pour objet un precede de 
transfert selectif d'elements depuis un support de trans- 
fert vers un support de reception, les elements adherent 
par une premiere ^ce au support de transfert selon une 
energie d'adh^sion d^finle, les elements presentant 
chacun une seconde face susceptible d'etre mise en 
contact avec le support de reception, le precede com- 
portant les stapes de : 

definition d'au moins un Element ^ transferer parmi 
lesdits elements, impliquant la separation dudit ele- 
ment a transferer des elements a ne pas transferer, 

- traitement de la seconde face dudit element d trans- 
ferer pour lul conf^rer une Energie d'adh^sion avec 
le support de reception sup^rieure k l'energie d'ad- 
h^sion de sa premiere face avec le support de 
transfert, des moyens de retenue etant prevus pour 
retenir les elements a ne pas transferer sur le sup- 
port de transfert, 

mise en contact adherent de la seconde face dudit 
element d transferer avec le support de reception, 
separation du support de transfert du support de re- 
ception afin d'obtenir le transfert du ou des ele- 
ments a transferer sur le support de reception et le 
maintien des autres elements sur le support de 
transfert. 

[0008] Le precede peut comporter les etapes preiimi- 
naires suivantes : 

formation desdits elements sur une fiace d'un subs- 
trat initial, les elements reposant sur ladite face du 
substrat initial par leur seconde face, 

- solidarisation de la face du substrat initial compor- 
tant lesdits elements avec ie support de transfert de 
maniere que les elements y adherent par leur pre- 
miere face selon ladite energie d'adhesion definie, 

- elimination du substrat initial pour permettre aux 
elements de presenter leur seconde face. 

[0009] Dans certains cas, il peut etre interessant de 
traiter les plaques en couches minces plusieurs fois 
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avant le transfert des elements. On peut ainsi realiser 
des disposltifs double face et choisir Tune ou I'autre face 
com me face de contact. 

[0010] De maniere preferentielle, la solidarisation de 
la face du substrat initial comportant lesdits Elements 
avec le support de transfert est obtenue par adhesion 
mol^culaire. Dans ce cas, ii est avantageux que cette 
adhesion moleculaire soit realis^e par un ou plusieurs 
traitements des faces i solidariser du substrat initial et/ 
ou du support de transfert de fagon d contrdler I'hydro- 
philie et/ou Thydrophobie et/ou une microrugosite satis- 
faisante pour I'obtention de ladite 6nergie d'adhesion 
definie. Avantageusement, un traitement thermique 
peut etre mis en oeuvre, globalement ou localement, 
pour contribuer d robtention de cette ^nergie d'adhe- 
sion. Les elements peuvent inclure une couche, dite 
couche d'arret, par laquelle lis sont relies au substrat 
initial. L'elimination du substrat initial peut §tre obtenue 
par une ou plusieurs techniques parmi : la rectification, 
Tattaque chimique du substrat initial et/ou de la couche 
d'arret, le polissage. la separation suite a un traitement 
thermique le long d'un plan de clivage induit par implan- 
tation ionique. 

[0011] Si les elements forment une couche continue 
sur le support de transfert, I'etape de definition d'au 
moins un element d transferer peut comporter Tisole- 
ment de I'element d transferer. De fa^on avantageuse, 
cet isolement peut etre realise pargravure chimique, de- 
coupe par lame, gravure par laser ou tout autre moyen 
de decoupe. De preference, lorsque cet isolement est 
realise par gravure, celle-ci est menee de iai^on e former 
des pieds de gravure a proximite du support de transfert. 
[001 2] La mise en contact adherent de la seconde fa- 
ce dud it element d transferer avec ie support de recep- 
tion peut etre obtenue par adherence moleculaire. Un 
traitement thermique peut etre mis en oeuvre, globale- 
ment ou localement. pour contribuer d I'obtention de 
I'energie d'adhesion definie entre la seconde face dudit 
element a transferer et le support de reception. L'adhe- 
sion par adherence moleculaire de la seconde face du- 
dit element a transferer et du support de reception peut 
etre obtenue par un traitement de ladite seconde face 
et/ou de tout ou partie du support de reception. Les 
moyens de retenue peuvent consister a traiter les ele- 
ments a ne pas transferer et/ou des zones du support 
de reception non aptes ^ recevoir des elements de fa- 
9on qu'il n'y ait pas adhesion entre les elements a ne 
pas transferer et le support de reception, lis peuvent 
consister a modifier la surface des elements a ne pas 
transferer et/ou la surface desdites zones du support de 
reception non aptes a recevoir des elements de fa^on 
a rendre I'energie d'adhesion entre les elements d ne 
pas transferer et le support de reception inferieure a 
I'energie d'adhesion entre les elements a transferer et 
le support de reception et inferieure a I'energie d'adhe- 
sion entre les premieres faces des elements et le sup- 
port de transfert. Le traitement conferant lesdits moyens 
de retenue peut etre choisi parmi un ou plusieurs des 


traitements suivants : hydrophilie, hydrophobie. rugosi- 
te. traitement thermique, retrait de surface. 
[0013] Si, lors de retape de mise en contact adherent 
la seconde face d'eiements e ne pas transferer vient en 
5 contact avec le support de reception, les moyens de re- 
tenue peuvent consister e traiter la seconde face de ces 
elements a ne pas transferer pour iui conferer une qua- 
lite de collage hydrophobe avec le support de reception, 
la seconde face dudit element a transferer etant traitee 

10 pour Iui conferer une qualite de collage hydrophile, le 
support de reception offrant e la seconde face de cha- 
que element une qualite de collage hydrophile. lis peu- 
vent aussi consister a traiter la zone du support de re- 
ception en regard de la seconde face d'un element e ne 

f ^ pas transferer pour Iui conferer une qualite de collage 
hydrophobe, la zone du support de reception en regard 
de la seconde face dudit element a transferer etant trai- 
tee pour Iui conferer une qualite de collage hydrophile, 
toutes les secondes faces des elements etant traitees 

20 pour leur conferer une qualite de collage hydrophile. II 
est bien evident que le cas d'un collage hydrophile-hy- 
drophile avec une preparation hydrophobe des zones e 
ne pas transferer (au niveau des elements et/ou du sup- 
port de reception) n'est qu'un exempte car le precede 

25 peut egalement §tre mis en oeuvre dans le cas d'un col- 
lage hydrophobe-hydrophobe avec traitement hydro- 
phile au niveau des zones a ne pas transferer (au niveau 
des elements et/ou du support de reception). De plus, 
on peut egalement modifier fortement les forces d'ad- 

30 hesion et les rendre incompatibles avec un contact ad- 
herent en modifiant de fa9on locale la rugosite de sur- 
face. 

[0014] Dans le cas d'un collage par adhesion mole- 
culaire, les traitements thermiques modifient fortement 

35 les forces d'adhesion. C'est done un parametre impor- 
tant a prendre en compte et il peut alors etre astucieux 
si Ton veut contrdler localement les forces d'adhesion 
de realiser localement un ou plusieurs traitements ther- 
miques pour obtenir les forces d'adhesion souhaitees. 

40 Une variante du precede conslste done a realiser loca- 
lement le traitement thermique de fagon e ne chauffer 
que les zones oCi Ton souhaite le transfert entre les ele- 
ments et le support de reception. Le chauffage peut etre 
realise a I'aide d'un laser ou d'une pointe chauffante. Si 

45 toutes les secondes ^ces des elements ainsi que le 
support de reception sont traites pour leur conferer une 
qualite de collage de meme type, lesdits moyens de re- 
tenue peuvent consister soit d effectuer un traitement 
thermique local, soit a prevoir une absence de contact 

50 mecanique entre la seconde face des elements e ne pas 
transferer et le support de reception. Par exemple. cette 
absence de contact sera liee e un retrait local sur la se- 
conde face et/ou sur le support de reception. 
[0015] Avantageusement, la separation du support 

55 de transfert et du support de reception est consecutif e 
un effort mecanique exerce entre ces supports et con- 
sistant en un effort de traction et/ou un effort de cisaille- 
ment et/ou un effort de flexion, le tout pouvant §tre as- 
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siste thermiquement. 

[001 6] Le precede selon I'invention s'applique en par- 
ticulier au cas ou lesdits elements comprennent des 
composants §lectroniques, par exempie des puces 
semiconductrices et/ou des §l§ments passifs. Les ete- 5 
ments cites trouvant des applications en microelectro- 
nique, en optoelectronique ou meme dans le domaine 
des supraconducteurs. 

Breve description des dessins io 

[0017] invention sera mieux comprise et d'autres 
a vantages et pa rticuia rites apparaTtront a la lecture de 
la description qui va suivre, donnee d titre d'exemple 
non limitatif, accompagn^e des figures annexees 1 d 8 is 
qui sont des vues en coupe transversale illustratives de 
la mise en oeuvre de la presente invention pour le trans- 
fert de puces semiconductrices elabor^es sur un subs- 
trat initial. 

20 

Description d^taiii^e de modes de realisation de i'in- 
vention 

[0018] La figure 1 montre un substrat 2, dit substrat 
initial, par exempie en silicium, sur lequel on a 6labor6 25 
des puces semiconductrices 4 selon les techniques 
connues de I'homme de Tart. Une couche d'arrSt 6, par 
exempie en oxyde de silicium, peut eventuellement etre 
prevue entre les puces semiconductrices 4 et le substrat 
initial 2. Cette couche d'arret procure I'a vantage d'une 30 
meilleure homogeneity du transfer! par la suite car elle 
constitue une couche d'arrSt par exempie vis-d-vis 
d'une gravure chimique et/ou d'une gravure par plasma 
selectif. 

[001 9] Les puces semiconductrices 4 sont destinees 35 
a etre transferees de maniere selectives. Pour ce faire, 
la surface du substrat initial pr^sentant les puces va dtre 
prepar6e pour permettre un collage hydrophile avec une 
energie de collage controlee. Cette preparation de sur- 
face, illustree par la figure 2, peut comprendre le d^pdt 40 
d'une couche 6 dans laquelle les puces semiconductri- 
ces 4 sont noyees. La couche 8 peut §tre une couche 
d 'oxyde de silicium ayant subi une operation de plana- 
risation si la topologie de sa surface libre le necessite. 
[0020] L'energie de collage d'une surface peut etre 45 
contrdlee en jouant sur la rugosite de cette surface. A 
titre d'exemple, pour un collage par adhesion molecu- 
laire de deux plaques d'oxyde SiOj entre elles (oxyde 
thermique non poli dans chaque cas), une rugosite de 
I'ordre de 6 angstroms en moyenne quadratique obte- 50 
nue par attaque HF procure une energie de collage de 
I'ordre de 250 m J/m^ apr^s un recuit a une temperature 
de 400°C pendant 30 minutes. 
[0021] Com me le montre la figure 3, un support de 
transfert ou poignee 10 est coiie sur la face libre de la 55 
couche 8. Si les faces collees ensemble de la couche 8 
et du support de transfert 10 presentent chacune une 
rugosite de I'ordre de 6 angstroms rms. l'energie de col- 
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lage obtenue est de I'ordre de 250 mJ/m^. Pour eviter 
d'eventuels problemes d'alignement. la poignee 1 0 peut 
etre transparente (par exempie en ven^e ou en silice pu- 
re). 

[0022] Le substrat initial est ensuite eiimine (voir la 
figure 4) par une methode classique ou une combinai- 
son de methodes classiques. On peut citer la rectifica- 
tion mecanique, le polissage ou la separation obtenue 
suite d un traitement thermique le long d'un plan de cli- 
vage induit par implantation ionique. Cette derniere me- 
thode est notamment decrite dans le document FR-A-2 
681 472. Cette realisation peut egalement etre obtenue 
par gravure chimique, reactive, selective ou par ultra- 
sons. 

[0023] Les elements e transferer sont ensuite deiimi- 
"tes. On peut par exempie pour cela realiser des tran- 
chees de delimitation par gravure chimique ou seche, 
par une scie circulaire, une scie a disque, par une de- 
coupe aux ultra-sons. Cast ce que montre la figure 5 ou 
des tranchees 12, tailiees jusqu'au support de transfert 
10, deiimitent des elements 14, chaque element com- 
prenant une puce semiconductrice 4. 
[0024] Piusieurs configurations sont possibles pour 
les tranchees. II est a vantageux de prevoir des pieds de 
gravure, ainsi que le montre la figure 5, afin d'obtenir 
des amorces de rupture par la suite. Ces pieds de gra- 
vure peuvent etre obtenus de fagon classique par gra- 
vure seche et/ou par attaque chimique preferentielle au 
niveau de interface de collage avec le support de trans- 
fert 10. 

[0025] La surface libre des elements 14 est ensuite 
preparee (par exempie : nettoyage de surface et/ou de- 
pot d'un film tres fin d'oxyde) pour avoir un tres bon col- 
lage hydrophile. Dans certains cas, il peut etre neces- 
saire de realiser un polissage dutype mecano-chimique 
pour avoir une micromgosite compatible avec le collage 
par adhesion moieculaire. Par preparation hydrophile, 
on entend tout traitement de surface qui permet d'obte- 
nir des groupements OH en surface. 
[0026] 1^ surfiace libre des elements qui ne dolvent 
pas etre transferes est traitee pour la rendre hydropho- 
be. Ce traitement permet done de delimiter des zones 
hydro philes et hydrophobes. Les zones peuvent etre 
rendues hydrophobes par exempie a I'aide d'un traite- 
ment HF dans le cas de Toxyde de siiiclum, par un trai- 
tement plasma ou par un autre traitement chimique lo- 
calise. On peut egalement citer rutitisation d'un objet qui 
permet de modifier I'hydrophilie lorsqu'il est mis en con- 
tact. A titre d'exemple, on peut citer rutilisation d'une 
pointe en teflon® dont la taille est egale d ia surface d 
traiter. 

[0027] La figure 6 illustre de maniere symbolique un 
tel traitement. L'un des elements 1 4 est represente avec 
un traitement de surface hydrophile 16 tandis que les 
autres elements 14 presentent des surfeces hydropho- 
bes. 

[0028] Ainsi prepare, le support de transfert 1 0 pourvu 
des elements 14 peut etre colie sur le support de recep- 
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tlon 18 qui a 6te nettoy6 de fafon telle que la surface 
qu'il presente aux Elements 14 est hydrophiie. Dans la 
structure representee a la figure 7, 1'^nergie de collage 
entre les Elements 14 et le support de transfer! 10 est 
de Tordre de 250 mJ/m^. L'^nergie de collage entre 1*616- 
ment 14 pr^sentant le traitement de surface hydrophiie 
16 et le support de reception 18 est superieure a 500 
mJ/m2. L'energie de collage entre les autres elements 
1 4 presentant un traitement de surface hydrophobe et 
ia surface hydrophiie du support de reception 18 est de 
Tordre de 1 00 m J/m^. On rappelle que les forces de col- 
lage peuvent etre contrdlees ^ I'aide d'un traitement 
thermique. par exemple a une temperature de 400^0 
pendant 30 minutes. 

[0029] A partir d'une telle structure, il suffit d'exercer 
un effort mecanique entre les deux supports 10 et 18 
pourobtenir, grace au contrdle des energies de collage, 
ie transfert d'un element traite de maniere hydrophiie 
sur la surface hydrophiie du support de reception 18. Le 
reste des elements, qui a ete traitee de maniere hydro- 
phobe, reste sur le support de transfert 10. C'est ce que 
montre ia figure 8. 

[0030] Le precede selon I'invention autorise un posi- 
tionnement precis d'un element (comprenant une puce 
semiconductrice) sur son nouveau support a I'aide de 
moyens standard de lithographic ou, de preference, a 
I'aide d'une poignee transparente par alignement opti- 
que ou avec une poignee microcristalline pour aligne- 
ment par rayons X. 11 permet le transfert d'elements en 
plusleurs fois ou le transfert de plusieurs elements 6 la 
fois. II permet aussi le transfert de tout type de materiau 
solide. La taille des puces semiconductrlces que Ton 
peut ainsi transferer peut aller de quelques dizaines de 
micrometres carres a plusieurs centimetres carres. 
[0031] Le transfert des elements, selon le precede de 
I'invention, n'est assure que dans les zones ou le collage 
est effectif par contact de surfaces hydrophiles entre les 
elements et le support de reception. Pour cela. differen- 
tes vahantes peuvent etre envisagees. La surface des 
elements a transferer peut etre rendue hydrophiie de 
meme que la surface correspondante du support de re- 
ception tandis que la surface des elements a ne pas 
transferer est rendue hydrophobe (cas decrit ci-des- 
sus). 

[0032] Selon une autre varlante, la surface de tous les 
elements est rendue hydrophiie de meme que la surface 
correspondante du support de reception en regard des 
elements a transferer tandis que les zones du support 
de reception en regard des elements a ne pas transferer 
sont rendues hydrophobes. 

[0033] Selon encore une autre varlante, la surface de 
tous les elements est rendue hydrophiie de m§me que 
la surface du support de reception. Les elements a ne 
pas transferer sont mis en retrait. Dans ce cas. seuls les 
elements e transferer entrent en contact avec le support 
de reception. La mise en retrait peut etre obtenue par 
gravure chimique et/ou gravure seche, par exemple, si 
on est en presence de Si02 par gravure chimique avec 


du HF. Une lithographie peut§tre reaiisee pour delimiter 
les zones a traiter. 

[0034] Selon encore une autre varlante, la surface de 
tous ies elements est rendue hydrophiie de meme que 

5 la surface du support de reception dont les zones en 
regard des elements a ne pas transferer sont en retrait. 
[0035] Le precede selon I'invention s'applique au 
transfert individuel ou au transfert collectif d'eiements 
de leur support Initial vers leur support de reception. A 

10 titre d'exemple, si un substrat comporte 1 50 puces semi- 
conductrlces transferables et que Ton desire ne trans- 
ferer que 50 puces e la fois sur le support de reception, 
on peut. en calculant le pas entre les puces, transferer 
d'abord 50 puces, puis decaler t'un des supports du pas 

15 defini, transferer e nouveau 50 puces, effectuer un nou- 
veau decaiage du pas defini et transferer e nouveau les 
50 demieres puces. 

[0036] Une autre varlante du precede consiste a uti- 
llser des traitements chimlques ou physiques qui medi- 
co fient fbrtement la rugosite de fagon locale. Par exemple, 
si Ton rugoslfie les zones a ne pas coller par nettoyage 
chimique de fagon a obtenir des rugosites de I'ordre de 
15 angstroms en moyenne quadratique, meme apres 
un nettoyage hydrophiie les forces de collage seront tel- 
25 lement foibles que le transfert n*aura pas lieu dans les 
zones e forte rugosite. Ce traitement selectif peut etre 
realise sur les elements e transferer ou sur le support 
de reception. 

30 

Revendications 

1. Precede detransfertseiectif d'elements (14) depuis 
un support de transfert (10) vers un support de re- 

35 ceptlon (18). les elements (14) adherant par une 
premiere face au support de transfert (1 0) selon une 
energle d'adheslon definie, les elements (14) pre- 
sentant chacun une seconde face susceptible 
d'etre mise en contact avec le support de reception 

^0 (18). le precede comportant les etapes de : 

definition d'au moins un element a transferer 
parmi lesdits elements (14), impliquant la sepa- 
ration dudit element a transferer des elements 

^5 a ne pas transferer. 

traitement de la seconde face dudit element 
(14) a transferer pour lui conferer une energie 
d'adhesien avec le support de reception (18) 
superieure e l'energie d'adheslon de sa premie- 

50 re face avec le support de transfert (10). des 

moyens de retenue etant prevus pour retenir 
les elements e ne pas transferer sur le support 
de transfert (10), 

mise en contact adherent de la seconde face 
55 dudit element (1 4) e transferer avec le support 

de reception (18), 
- separation du support de transfert (1 0) du sup- 
port de reception (18) afin d'obtenir le transfert 
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du ou des ^l^ments d transferer sur le support 
de reception et ie maintien des autres elements 
sur le support de transfer!. 

2. Proc^d^ selon la revendlcation 1 , caract^rise en ce 5 
qu'il comporte les etapes pr^liminaires suivantes : 

formation desdits elements sur une face d'un 
substrat initial (2), les elements reposant sur la* 
dite face du substrat initial (2) par leur seconde 
face, 

- solidarisation de la face du substrat initial (2) 
comportant lesdits elements avec te support de 
transfert (10) de maniere que les elements y 
adherent par leur premiere face selon ladite is 
energie d'adh^sion d^finie, 
elimination du substrat initial (2) pour permettre 
aux elements de presenter leur seconde face. 

3. Proc6de selon la revendication 2, caract6rise en ce zo 
que la solidarisation de la face du substrat initial (2) 
comportant lesdits Elements avec le support de 
transfert (10) est obtenue par adhesion moleculal- 

re. 

25 

4. Precede selon la revendication 3. caract^ris^ en ce 
que cette adhesion moleculaire est r6alis§e par un 
ou plusieurs traitements des ^ces ^ solidariser du 
substrat initial (2) et/ou du support de transfert (10) 

de fa9on a controler Thydrophilie et/ou I'hydropho- 30 
bie et/ou une microrugosite satisfaisante pour I'ob- 
tention de ladite energie d'adh^sion d^finie. 

5. Precede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'un traitement thermique est mis en oeuvre, glo- "35 
baiement ou localement, pour contribuer d I'obten- 
tion de I'^nergie d'adhesion d^finie entre la face du 
substrat (2) comportant lesdits elements et le sup- 
port de transfert (10). 

40 

6. Precede selon Tune quelconque des revendications 
2 a 5, caracterise en ce que les elements incluent 
une couche (6), dite couche d'arret. par laquelle ils 
sent relies au substrat initial (2). 

45 

. Precede selon I'une quelconque des revendications 
2^6, caracterise en ce que t'6limination du substrat 
initial (2) est obtenue par une ou plusieurs techni- 
ques parmi : la rectification, I'attaque chimique du 
substrat initial et/ou de la couche d'arret, te pelissa- 50 
ge. la separation suite a un traitement thermique le 
long d'un plan de clivage induit par implantation io- 
nique. 

. Precede selon Tune quelconque des revendications 55 
1 a 7, caracterise en ce que les elements (14) for- 
mant une couche continue sur le support de trans- 
fert. Tetape de definition d'au moins un element e 


transferer comporte llsolement de I'eiement d 

transferer. 

9. Precede selon la revendication 8, caracterise en ce 
que cet isolement est realise par I'une des techni- 
ques suivantes : gravure chimique, decoupe par la- 
me, gravure par laser. 

10. Precede selon la revendication 9, caracterise en ce 
que. lorsque I'isolement est realise par gravure. cel- 
le-ci est menee de fa9en e former des pieds de gra- 
vure e proximite du support de transfert (10). 

11 . Precede seien Tune quelconque des revendications 
1 e 10, caracterise en ce que la mise en contact 
adherent de la seconde fece dudit element (14) d 
transferer avec le support de reception (18) est ob- 
tenue par adherence moleculaire. 

12. Precede selon la revendication 11, caracterise en 
ce qu'un traitement thermique est mis en oeuvre, 
glebalement ou localement. pour contribuer d I'eb- 
tention de I'energie d'adhesion definie entre la se- 
conde face dudit element a transferer et le support 
de reception. 

13. Precede selon la revendication 11, caracterise en 
ce que Tadhesion par adherence moleculaire de la 
seconde face dudit element (14) d transferer et du 
support de reception est obtenue par un traitement 
de ladite seconde face et/ou de tout ou partie du 
support de reception (18). 

14. Precede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que lesdits moyens 
de retenue consistent a traiter les elements a ne pas 
transferer et/ou des zones du support de reception 
non aptes a recevoir des elements de fa9on qu'il n'y 
ait pas adhesion entre les elements k ne pas trans- 
ferer et le support de reception. 

15. Procede selon la revendication 14. caracterise en 
ce que lesdits moyens de retenue consistent a mo- 
difier la surface des elements a ne pas transferer 
et/ou la surfece desdites zones du support de re- 
ception non aptes e recevoir des elements de fagen 
e rendre renergie d'adhesion entre les elements d 
ne pas transferer et le support de reception inferieu- 
re a I'energie d'adhesion entre les elements d trans- 
ferer et le support de reception et inferieure e I'ener- 
gie d'adhesion entre les premieres feces des ele- 
ments et ie support de transfert. 

16. Precede selon la revendication 14, caracterise en 
ce que le traitement conferant lesdits moyens de 
retenue est cheisi parmi un ou plusieurs des traite- 
ments suivants : hydrophilie. hydrophobie, rugosi- 
te. traitement thermique, retrait de surface. 
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17. Procede seton ia revendication 14, caracteris^ en 
ce que, tors de I'etape de mise en contact adherent 
la secondeface d'elements (14) a ne pas transferer 
venant en contact avec le support de reception (18), 
lesdtts moyens de retenue consistent d trailer la se- ^ 
conde face de ces elements d ne pas transferer 
pour lui conferer une quaiite de collage hydrophobe 
avec le support de reception (18) Ja seconde face 
dudit element a transferer etant traitee pour tui con- 
ferer une quality de collage hydrophile, le support fO 
de reception (18) offrant a la seconde face de cha- 
que element une quality de collage hydrophile. 

18. Procede selon la revendication 14. caracterise en 

ce que. lors de I'etape de mise en contact adherent f 5 
la seconde face d'^l^ments a ne pas transferer ve- 
nant en contact avec le support de reception, lesdits 
moyens de retenue consistent d traiter la zone du 
support de reception en regard de la seconde face 
d'un element d ne pas transferer pour lui conferer 20 
une quaiite de collage hydrophobe, la zone du sup- 
port de reception en regard de la seconde face dudit 
element a transferer etant traitee pour lui conferer 
une quaiite de collage hydrophile, toutes les secon- 
des ^ces des elements etant traitees pour leur con- 25 
ferer une quaiite de collage hydrophile. 

1 9. Procede selon I'une quelconque des revendications 
4, 16, 17 et 18, caracterise en ce que I'hydrophilie 

de surface est obtenue par au moins I'une des me- 30 
thodes suivantes : nettoyage, mgoslte et depdt. 

20. Procede selon I'une quelconque des revendications 
4, 16, 17 et 18, caracterise en ce que I'hydrophobie 

de surface est obtenue par au moins I'une des me- 35 
thodes suivantes : nettoyage et pollution par un 
contact avec du teflon® 

21 . Precede selon I'une quelconque des revendications 

1 a 20, caracterise en ce que la separation du sup- 40 
port de transfert et du support de reception est con- 
secuttf e un effort mecanique exerce entre ces sup- 
ports et consistent en un effort de traction et/ou un 
effort de cisaillement et/ou un effort de flexion. 

45 

22. Application du precede selon Tune quelconque des 
revendications 1 d 21 au cas oCj lesdits elements 
(14) comprennent des composants eiectroniques. 

23. Application selon la revendication 22, caracterisee so 
en ce que les composants eiectroniques sont des 
puces semiconductrices (14). 
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FIG. 5 
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